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• 1 = 11.04^02 

Halfgeldd^imicditmg en w^kwijze voor het vervaazdigpn emu 



De uitvindmg heaft bd&eltking op een balfgeleidednrichting voonden van era 
drager m^tt^^n e^rste en een tegenoverllggende tweede zijde^ well^ce drager aan de eeaiste zjLjde 
een eerste volgens een gewenst patroon gepatroneexde elektdsch gelddende laag bevat» 
daannee een aantal onderUnge gersoleerde aansluitgeleiders definifirend, aan weike eeiste 
5 zijdD van de draga een halfgeledderelement aanwezig is, dat voorzien x% van aansluitgebiedeh 
die met verbindingsnuddelen elelctriscb geleidend verbonden zijn met de aanslidtgeleide]:s 
van de drager» en dat omhuld is in een passiverende omhulling, die 2ich uitstrekt tot de 
diager, aan welke tweede zijde in de aanaluitgeleiders contactvlakken gedefinieerd zijn voor 
plaatsing op een $ubstraat. 

10 Da tdtvinding heeft tevenjS betreMdng op een werkwijOT voor het vervaardigen 

van een drager met een eerste en cen tegenovisrliggende tweede 2;ijde. welke drager aan de 
eerste zijde een eerste volgens een gewenst patroon g^patroneerde elektriscb geleidende laag 
bevat, daatmee een aantal onderlinge g^soleerde aansluitgelddexs definiSrend, welke drager 
vootts een tweede en een derde laag bevat. 

15 De uitvinding heeft voorts betrelddng op een werkwijze voor bet vervaardigen 

van een aantal halfgeleideriniichtingen die elk een balfgeleiderelement met aansluitgebieden 
bevatten, welke werkwijze de stappen omvat van; 

*- het aanbrengen van het balfgeleiderelement aan de eerste zijde van e^ drager, waaibij 
met de verbindingsmiddelen een elektriscb geleidende verbinding gevoond wordt tu$sen 
20 de aansluitgebieden en de aansluitgeleiders van de drager; 

- het aanbrengen van een passiverende omhuUing; en 

- het sqpareiien van de halfgeleiderinnchdngra. 

Een dergelijke half geleideiinriiditing en dergeiy ke werkw^zen zijn bekend uit 
25 EP-A 11608S8. De drager van de bekende halfgeleideilndchting wordt vervaardigd door 
d^e vanaf de eerste S2:ijde te etsen tot hal verwege. De resqitarende aanaluitgeleidera streld^ 
zich zodanjg uit. dat een gedeelte ervan 2ich door het half ^leideislem^t bedekt wcndt en 
een gedeelte niet Op het niet-bedekte gedeelte wordt een additionele geleidende film 
aangebxacht, waarbij bonddraden bevesjigd kunnen worden. Desse bonddraden sdjn de 
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verbindingsmiddeler) tussen het halfgeleidet^lement en de aanslidtgeleldds. Voor de defbiitic 
van de con^ocvl^en wordt, zeals getoond in Fig. 4C van het prior art docimient^ een 
masker aafigehracht, waana de drager tot een zekere diepte geStst wordt De bekende drager 
bevat dfie lagen van hetzelfde znateilaal, zoals koper, aluminium of een nitckeMj^erlegering, 
5 maar km anderszlns alumimom, kppei' en aluminiom als lagen bevatten. 

Efet is een nadeel van de bekende half geleidedniic^ting dat de hechting van de [ 
omhulling aan de dragar onvoldoende is. 

tfe f is-d st a r o m ee n eecs te doel van rde-cdft^a^ g - om -ee n - hq lf gel e ide ri n ^ ^ van de in de 

10 aanhfiitge 



omliulling. 

Het G&csxe doel is daaidoor berelkt dat de omhulling van de 
halfgeleideiinrichting mechanisch verankerd is in de aansluitgeleiders, waartoe de 
aansliiitgeleiders voomen zijn van zijkanten» waaiin zich oitspaiingen bevinden. 

15 De mechanische verankering in de halfgeleideiimlchting volgens de 

uitviAding veikregen wordt, zorgt voor een goede hechting tusscin de omhulling en de drager. 
Bovendien is deize eenvoudlg verkrijgbaar, bijvooibeeld dooxdat dat de drager behalve de 
eerste laag een tweede en een derde laag bevat, waarbij de tweede laag een materiaal bevat 
dat etsbaat is in een etsmiddel dat de eerste en de derde laag substantleel onaangetast laat 

20 Als verbindingsmiddelen kiinnen bonddraden toegepasi: worden; in dat geval 

wordt het halfgeleiderelement met l^m op de drager bevestigd. Anderszins kunnen ook 
anisotroop geleidende lijm, bumps of soldeer toegepast worden. Deze verbindingsmiddelen 
bebben het voordeel dat er in verhouding tot de bonddraden geen of w^inlg assemblage nodig 
is. Iti het bij2ionder is het gunstig cm bumps toe te passen, aanj^2;ien deze bumps, 

25 bij voorbeeld van goud of een goudlegerlng zeer nauwkenrig geplaatst kunnen worden en 
geen verontreiniging van de aansluitgpbleden van het halfgelelderelement veroorzaken. 

In een gunstige uitvoering$vonn bevatten de eerste en de derde laag van de 
drager Cu, terwijl de tweede laag aluminum of een nildcel-ijzerlegering bevat. Anderszins kan 
ook de eerste en de derde laag een nikkel-ijzerlegering bevatten en de tweede laag koper. Het 

30 wordt als minder gunstig beschouwd om de eerste en de derde laag in aluminium uit te 

vinden; dit heeft het nadeel dat draadbonden esa platen op aluminium minder goede resultaten 
geven. Het is een aanvullend voordeel van een dridaagsdxager text opzichte van een 
tweelaagsdniger, dat krom trekken van de dra&ssr als gevolg van een verhittlngsstap 
voorkomen wordt 
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In eea andere aitvoedngsvonn hevaL de drager elektdsch isoleimde la^. 
waari»j met behulp van via*s elekliisch gpleidende verWndingen van de eexste z^de aaar de 
tweede zyde van d» diager gerealiseeid zgn. Ben dergelijice uitvoeringsvonn van een 
nniltilaagssubstf aat is in her bljzondar gunstig wanneer er passievo componedian in deze 
5 lagen ingebed kunnon wordffli. Vooibeelden van gpschiktie elektrisch Isolersnde lagen zijn 
faijvooxbeeld epoxy en siUciumoxide. 

half geleiderelemesnt is bij vooitenr eea gjeBategreafd© schakeHng, maar 
kan anderszins een discrete halfgpldder zun. Het kan voorts aiijn, dat er b«jhalve het 
halfgelddeiBlemfint den of maar andei© elementen op het sttbstraat aanweaig sajn. Dat 
10 kinm^actieveenpassieveel^enimssijn. 

Het is een tweed© doel van de uitvinding om wciicwuzeo voorhat 
venFaaidigen van een drager en voor het vervaardigen van een aantal haJffieltdderinrichtingen 
van de in de aanhef genoemde soort te veischafiten, die leiden tot een halfgdeidarinrichthjg 

15 met verbeterde hechting. 

Het tweede doel is daaidoor bereikt dai de tweede laag geStst worft in.een 
etsmiddel dat de eerste laag en de derde laag substanticel onaangetast laat. zodanig dat 
ondetets van de eerste laag optieedt. daarmee oitsparingen in de aanslmtgeleideis vomiend. 
Hot derde doel is daaidoor bereikt dac de drager veiiaijgbaar met 
20 bovenstaande weikwljze volgens de uitvinding toegepast wordt en de passiverende omhnJling 
op zodanige wijze aangebracht v^oidt dat de omhiilUng zich uitstiekt tot in de uitsparingen 

g^sdefiniBeid in de drager. 

De halfgeleiderinrichting volgens de uitvinding wordt op eenvoudigp wijze 
met de wertwijze veitaegen. Hetis daarbij gunstig, dat met de werkwijze volgens de 
25 uitvinding het niet noodzakeUjk is om een lithografiache stap uit te voeren nadat het 
omhuUen van de halfgeleiderelementBn plaatsgevonden heeft Dat voordeel kan op 

vsrscheidene vn\wa geseaUseerd woid^ 

In em eerste uitvoeiingsvoim wordt het patroon in de eerst© laag gedefinieeid 
metbehulp van stansen. waarbU opemngen gevonnd worden die aach uitstt^kten van de 
30 eerate 2ijde tot do tweede syde van de drager. De aansluitgeleiders bUjven daatby met een 
mamw^ik in de drager vetbondon met behnip van apoien. Door de definitie van de openingen 
hoeft de derde laag van de d«gpr niet nieer gepattoneerd te wotden. Het etsen van de tweede 
laag kan hiexb« op gunstige wyze plaatsvinden op nalchemische wijze. door de drager in een 
bad met het etsniiddel ouder te dompelen. Wanneer de drager vervolgens wordt toegepast 
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4 11.04,2002 
voor het verva^gen van de halfgeleldeilmichtiiig, wonlt deze bij het omhiUlen op c&a 
subsbraat ge^plaatst Bij het separaren wooden de sporen tussen de aansluitgeleidexs cn het 
raamwerk doorsneden. 

Voor de industrisle vcfvaardiging heeft deze uitvoe^ngjsvoim eiikele 
belangrijke voordelen, Ten eeiste kan d^ze drager op dezelfde wijxe verwerkt woiden als een 
standaard drager van een enkele laag kop&r, Tegelijkertijd wordt wel een betere 
haJfgeleiderinrichting verlcregen, namelifk een ii?ric3hting die dunner is en zonder Jatexaal 
uitsitekeiide spoten (Bag: lead^) voor bevestigicg op een substraat Ten tweede kan het bad 

met he t etsmiddel voor de tweede laag - in cp su b Tjv nnrhfi rl d abvii in itm m i i iMrrT =' 

ijzedegering — ttie eevo&gd worden aao em of meest baden die^al jfeeUiiiaHafcea-van-de 

vervaardig^ van de drager. Met desie baden wordt met behulp van plating een NiPd(Au) 
loag aan de eei^to z\f de van de drager aangebradit Pit heeft als vooideel dat de bonddraden 
hierop uitstekwd bevestigbaar zijn. Oveiigens kan een dergelijke hechting^laag ook op 
andere wij^e aangebracht woiden, 
15 i}e drager voTgens dose uitvoeringsvorm heeft bij vocnrkeur eon dikte 

tusson 0,05 en 0»2 mm, en bevat bij voorkeur een eeiste &x een derde laag van koper en een 
tweede laag van alunumnm of een nildEel-ijzeriegeting; daarby zijn de laagdikten van de 
eerste* de tweede mde deide laag van dezelfde orde* 

Bij het vervaaidigen van de half geleiderinrichtrng met de drageif volgens deze 
20 uitvoeriagsvomi worden als veiblndingsmlddelBn geleidende draden toegepast; het blijkt met 
de buldige tecfameken namelljk niet mogelijk cm in combinatie hiecmee bumpa of anisotroop 
geleidende lijm toe te pasaen. Li dat geval z|}n in de drager bovendien 46a of meer vlakken 
gedfifinieerd waarop het half geleidexelem^t met Ujm bevestigbaar is, Dit vlak, 
reispecfievelljk deze vlaldcen dienen daarbij tevena als heatsink. 
25 In een tweede uitvoeringsvonn wordt de drager aan de tweede zijde voorzieq 

van een etsmasker, dat bestand is tegeu een hittebehandeling. Vooidat het 
half geleiderdiement en de omhulling worden aangebracht, worden de eetste laag en de 
tweede laag met behulp van etsen vanaf de eeiste zijde in patroon gebracht De derde laag 
blijf t intact, zodat de drager niet ulteenvalt. Na plaatsing en omhulling van het 
30 halfgeleiderelement wordt de derde laag of althans het opperylak ervan gepatroneerd met 
behulp van het etsmasker. HBemiee worden aan het oppervlak vgn de derde laag elektrisch 
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De2» en andere aspecten van de halfgeleiderrarichting en do werlcwijzen voor 
de vemaidJging van de drager en de halfgeleiderinrichting volgens de uitvindiag zullen 
nad^ toegelicbt worden aan de hand van figuren, waadn: 

Hg, 1 een schematische doorsnede ^tn een eerste idtvoexingsvoim van de 
S balfgeleiderinrichtingtoont; 

Hg. 2 eea schematische doorsnede van een tweede nitvo^^vonn van de 
halfgelddenmichling toont; 

Hg. 3 een schematisch bovenaansicM van de tweede uitvoeziogsvoxm toont; 
Hg. 4 een schematiscbe doorsnede van een detde uitvoeringsvoim van de 
10 halfgeldidninrichting toont; en 

Hg. stappen in de wetbwijzen voor vervaardiging van de drager en de 
halfgpbid&Einrichting toont 

De :Sgucen zya niet op schaa] weerge^gevan. Qelijlce lefi^entxedjfers vinivijzen 
IS naar gelijlce onderdelra. Altematieve uitvoeringsvonnen zljn binnen de bescbenningsomvang 
van de eonclusies mogelijk. 

Hg. 1 toont een achematische doorsnedd van de halfgeleideElntlchting 10. De 
halfgeleidednrichting 10 bevat een b£dfgeleidmlement 20, die zich bevindt op een drager 30. 
De drager 30 heeft een eerste en een tv^eede zijde 1,2 en bevat een aantal aan^luitgel^dora 
20 31, 32, 33. De aansluitgolelders 31,32, 33 met zijkanten 3 zijn onderling gefcoleerd door 
opeaingen IS. Tussen de aansluitgeleiders 31,32,33 en aanslnitgehied^ 21 in bet 
halfgeleiderelement 20 bevfaiden Tioli verbindingsmlddelen, die in dlt geval bonddraden 22 
2ijn. Het halfgeleiderelement 20 is in dit voorbedd met een lijmlaag 23 bevefitigd aan de 
eerste zyde 1 van de drager 30. Bst halfgeleideielement 20 en de bonddraden 22 zijn 
25 ingekapseld door een omhuJIing 40. Deze ombulling 30 strekt zich uit tot in de openingen 15 
van de drager 30. 

Volgens de uitvinding bevinden zich in de zijicanten 3 van de aansluitgeleidera 
31,32,33 nitepartogen 16. Deze uitspaiingen 16 zijn gevuld met de omhnlling 40, waaidoor 
de eerste laag 31 gedeeitelijlc is ingeldemd in de omhuUing 40. IMt zorgt voor een 
30 mechanische verankering van de omhulUng 40 in de drager 30, met een uitstekende hechting 
en mechanische $terkte ala gpvolg. Het is daarbij niet nodig om hechtlngsverbeteiende 
middelen aan te Ixnengen aan de eerste zijde 1 van de drager, Ook kan de eerste zijde 1 
geoptimaliseerd worden voor de plaat^ing van het halfgeleidetelem&nt 20 en de bonddraden 
22. 
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la deze uitvoeringsvoim is de dmger 30 opgebouwd uit een eexste laag II, een 
tweede laag 12 en em derde laag 13. De eerste laag 1 1 en de dexds laag 13 bevatten in 
hoofdzaak kop^r en de tweede laag 12 bevat in hoofdzaalc aluminimn. Met behulp van etsea 
^jn de uitspazingen 16 in de tweede laag 12 gevonnd, 2x>als nader toegelicht zai woxden 
S onder verwijzing naar de figuren 5-9, De drageir 30 bevat voom een tqplaag 14 aan de eejste 
z^de 1 van NiPdAu of NiPdJDe^e toplaag 14 is gewenst voor een goede hechting met de 
bonddraden 22. Zeals de vakman begrijpt, kan de toplaag 14 ook een ander geachikt 
mater] aal bevatcen. De defde laag 13 is door de openingen 15 die doorlopen tot de tweede 

zilde van de dtager 30 gepatroneerd tot contflctvlaktem,JDe aansluitgeleid ^r ^o. wnrHt ri«>grh4j 

10 aan aanto verbonden en fangeert als heatsink. 



Fig. 2 toont een tweede uitvoeringsvonn van de lialfgeldderinrichting 10 in 
schematische doorsnede* Fig. 3 toont een sdiematisch bovenaansScht van de tweede 
uitvoeringsvorm, waarbij de lijn A-A de dooisnede van Hg. 2 aangeeft De 
halfgeleidedniichting bevat een drager 30 met een eerste laag 1 1, een tweede laag 12, een 

IS deide laag 13 en een toplaag 14. De drager 30 is gepatroneerd vanaf de eerste 2;ijde onder 
vomiing van openingen 15 en aansluitgeleiders 31-*35. Die is gebeurd met behulp van etfien» 
waarbij eerst de eerste laag 11 geetst is en vervolgens de tweede laag 12, onder vormxng van 
de uitsparingen 16 in de zijkanten 3 van db aansluitgeleiders 31-35. Vervolgens is bet 
halfg^eiderelement 20 met ^ansluitgebieden 21 verbonden met de aansluitgeleiders 31-35 

20 door verbindingsraiddelen 22, in dit geyal bumps van Au. Hlerbij wordt gebruik gemaakt van 
een flip^^hip techniek. Om ta zorgen voor goed contact is de toplaag 14 van Sn aangebracht 
op de eerste laag 11 van Cu. Daama is de omhulling 40 aangebracht Daarbij is een 
mechanische verankeiing tot stand gebracbt door dat de onfUiuIling 40 2lch uitetrekt tot in de 
uitsparingen 16 van de drager. Vervolgens is de derde laag 13 gepatroneerd met behulp van 

25 een reeds aanw^g etsmasker, in bet bijzonder een epox>TOat6riaal, zoals ook toegepast in 
laminaten. Het ctsmasker is daama verwijderd, met als resultaat dat de openingen 15 ^ch 
tdtstrekken van de eerste zijde 1 tot de ttveede zijde 2 van de dragor 30. De openingen 15 
worden vervolgens ook gebruikt voor het separeren van de halfgeleiderinrlchtingen 10. Dit 
heeft als aanvuUend voordeel dat de mechanische verankering de aansluitgeleiders 31-35 

30 substantieei inloipselt. De halfgeleidednriehting 10 heeft bijvoorbeeld een afmeting van 

ongeveer 1 bij 1 mm. De opoiing 16 heeft bijvoorbeeld een breedte van 4O"'100 |iim. De dikte 
van de eerste, tweede en derde laag 11-13 werd bi^blj gekozen als 30 fjm, 40 |4m en 30}mu 

Hg. 4 toont een derde uitvoerin^orm van de halfgeleiderimiobting 10 in 
sehenuttische docnrsnfide. De deide uitvoeringsvoim is grotendeels overeenkomstig 3net de 
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tweede vdtvoesingisvocm. Het verschU betreft de drager 30, die in dit geval een passieve 
oompcnieAt 172 bevat De drager 30 bevat daartce bdialve de eerBte» de tweede en de deide 
laag 11,12,13, de elk elektrisch geleiifeod matoiaal befvatt^, een vienle laag 17 van 
fitekixisdi isQloraidmateriaal en een vijfde laag 18 van elektrisch gelddend materiaal. De 
5 vieide laeg bevat volgraui era g^vf&nst. patroon gedeelten 171. die e&a dielektrisch nmteri a aT 
met een bofgs diSlektrigChe constante bevattoa. bij voorbeeld een matexiaal op basis van 
bariumtitan^ een qiedfiekB en de vakmsm belo^t^ eonqto^e. Dit materiaal is 
bijvocnbeeld(ij|poedervinm aanwezlg in de viCTde laag 17, die,yoorts bijvoorbeeld een 
epoxy-maiBriaal bevat De passieve componenten 172 z^n in dit geval condaisatorratt, maar 

10 kiinn^ oak vraerstanden of spoelen sgn. Volgens de seh^natis^ figjiiur zijn de passieve 
componenten 172 in sede gesohafceld tussen ds contactvlakloni 18 en het halfgeleidaiBlement 
20. Dit is editer geenszins noodzakelijk. In plaats van de hi^ getoonde dcagw 30 op basis 
van laniinaat of keiamiek kan het ook ziJn dat de drager 30 een passief netwerk 
bijvooibeeld op een siliciumsubstraaL 

IS Fig. 5-9 tonen veracfaeidene stappen in do werkwijzen volgens de aitvinding, 

die leiden tot de eersto nitvceringsvonn van de halfgeldldetinrichting 10, zoals getoond in 
flguur 1. De figuien 5,6 en 7 betrefiC'en de werkwijze voor de vervaardiging van ds drager 30. 
De figuren 8 en 9 betreffen de werkwijze yoor do vervaardiging van halfg^daimichtingen 
10. Het is een voorded van de hier getoonde werkwijzen dat drase uitvoerbaarzijn, zonder 

20 dat na omhulling nog een litbografifiche stap noodzakelijk is, terwijl tegelljkertijd de hechting 
met de omhulling 40 nitstekend is en ds drager 30 v66c de omhullin^st^ niet niteenvalt, 
Hgaur 5 toont do drager 30 na een eerste stap waarin een eerste laag 1 1 van 
Cu, een tweede laag 12 van Al «i een darde laag 13 van Cu aan elkaar geheoht zijn. Het is 
mogelijk om daaibij uit to gaan van de tweede laag 12 en aan weersrydBn een laag Cu aan i© 

25 biengen. Andetszins Itan de drager 30 gevonnd worden dome de lagen 1 1.12,13 aan elkaar te 
walsen. zoals gebruitelijk voor de vonning van hUagen. Het walsen kan ook in twee stappen 
gebewen. Het kan ook zijn dat uiteindelijk een vier- of meerlaagsdrager gevonnd wordt. De 
e«ste» tweede en dode lagaa 1 1,12.13 hadden in een eerste experiment een dikte van 70 ftm. 
De dikte kan ecbter zonder ineer varitoen tussen 30 |lm en 1 .0 mm, waarbij da dikte van de 

30 eeiste, tweede en derde laag 11-13 niet gelijk hoeft te zijn. Wanneer de eerste laag 11 relatief 
don is. heeft het de vooikieur am daarvoor een nsateriaal met een gcote mechanische aterkte 
en fitijfheid toe te passen, zoals bij voorbedd een nildfid-ijzerlegering, 7n c(mibinatie daaimee 
kan dan voor de tweede laag 12 koper toegepast woiden. 
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Fig, 6 toont de dtager 30 nadat met stansen opeaingen 15 aangebracht zijn van 
de eerete zijde 1 naar de tweede zijde 2 van da drager 30. Httennee zyn de «^««in^tg>.H>i>Ti 
31-33 gedefinieerd, met «ijkanten 3. Ds aansluitgeleidets zljn op gebraikdijke wijae 
verbonden met een raamwerk in de dragpr met behulp van niet.weergegeven spoien. 
5 Kg 7 toont de drager 30 nadat deze behandeld is in een aantal baden; als eerste 

is de drager 30 behandeld in een bad van een geconcentreetde oplosaing van KOH gedorende 
3 TOinuten, waaibij de tweede laag 12 van Al geetst wordt ondej^ypnniag van nitsparingen 
16. De ttitsp^ngen hadden na die dde minuten een breedte van 70 |un. Ovraigens is eea 

breedte van 10-20 um reeda voldoendft cm Aft grtwanstft m^Tia^i-c^h^ ^"r nn1rcrm£-to 

10 verhdjgep. Ben detgeliflce breedte heeft bovendien ala vnnrHftfti, H^t /!a aaneMtgeleideK 



geminiatariseetd kunnen woiden; voor een aanslidtgeleidermet een breedte van ongeveer 
100 }m, waarin aan iwee zykanten 3 uitspioingen 16 aangebracht wowJrai, is do bieedte van 
do uitspaiing maximaal ongeveer 30 pm. Vervolgens is de drager 30 behandeld in een bad 
waardoor de eerste zy d© 1 van de drager vooizien v/ordt van een toplaag 14 van NiPd. De 

15 concentratie van het etsmiddel en de tempwatuur van het etsbad zijn hierbij instelbaar. In bet 
bijzonder wozden deze bepaald door 4b snelheid waatmee de drag^ 30 door bet bad gebaald 
wordt waannee de NiPd toplaag 14 woidt aangebtacht. 

Hg. 8 toont de drager 30, nadat balfgel^derelementen 20 met hjm 23 ^jn 
bevestigd op de drag^ en bonddcaden 22 zijn aangebracht tussen de aansluitgebieden 21 van 

20 de halfgdeid^lmcienten 20 en de aansluitgeleidets 31-33. 

Bg. 9 toont de drag^ 30, die tqddijk geplaatst is op een substraat 70. nadat de 
omhuUing 40 is aangebracht op gpbmikelijlQe wijze. 
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CONCLUSIES: 



1. Half geleideiinrichting voomen van drager loet een eerste en een 
tegenoverliggende tweede zijde, welke drager aan de eerste zijde een eersts volgens een 
gewenstp£Lt3x>dn gepatroneeide elekttisch ge]eidend& laag bevat/diiannee een aantal 

5 onderlingo i^isoleerde aansMtgeleideis definiSrend, 

aan wellce eerste zljde van de drager een halfgeleiderelement aanwezig i$> dat voorzien is van 
aansluitgebieden die met verbindingsmiddelen elektriscb geleldend verbonden zyn xnei de 
aansluitgfileid^ van de dragter. m dot omhuld is in een pdssiverende omhulling» die zich 
oitstrekt tot de drager, 

10 aan weike tweede 2sijde in de aamluitgeldd^ contactvlaldcen gedefmieerd zijn voor 
plaatsing op een subetiaat, 

met liet tensofitlE dat da onahulUng mecbanisch verankerd is in de aansluitgeleiders, waarixse 
de aansliiitgeltidexs vooxzien zyn van zqkanten, waadn sdch nittpaiingen bevinden. 

2. Ilalfg^eideruuichdng volgem Cbnclnsie 1, met het kemnexk dat de drager 
behalve de emstc laag een tweede en een derde laag bevat, waarlnj de tweede laag een 
maceriaal bevat dat etsbaar Is in een etsmiddel dat de eerste en de derde laag snbstantieel 
onaangetafit laat. 

3. Halfgel^deEinricbting vdgens Conclnaie 1 of 2* met het Icemnedc dat de 
openingen zich uitstcdcken tot de tweede 2ijde van de drager. 

4. Balfgeleiderinrichting volgens Ckmclnsie 1. met het kenmerk dat de 
verbindingsmiddelen bumps zijn, met weQue bumps het halfgeleiderelement teven op de 

25 drager bevestigd is. 



15 



20 



30 



5. Halfgeleideriotichting volgens Coijclusie 2, met het tenmerkdat de eerste en 

de dexde laag koper bevatten en de tweede laag een matediaal bevat gekossen nit do groep van 
AlenNi-Pe. 
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6. HafgeleideiinrichlingvoIgensConc^^^ 1 of 2,niethetk0ninerkdatds 

4rager een aantal elektrisch isoletrende en geleidende lagen bevat, in weike lagpn ten minste 
edn pa^sieve component ingebed i& 



5 7. Werkwijz© voor het venraardigen van ecn drager met een eeiste en een 

tegenoverliggendo tweede zijde, welko drager aan de eerste zijde een eerste volgens een 
gewenst patroon gepatroneerde eldctrisch geleidende laag bevat^daannee een aanta] 
onderlinge geysoleerde aansluitgeleiders definierend, welk© drager voorts een tweede en een 

derdfi laag hevat, 

_J0 inethgys^im^iLdat^^^ — 

derde laag substantieel onaaagetast laat, zodanig dat onderets van de eerste laag optreedt, 
daannee uitsparingen in de aansluitgeleiders vonnend« 

& Werkwijze volgens Conclusie 7, met het kenmerk dat het patroon gedefinieerd 

15 wordt met behulp van stansen, waarbij openingen gevormd worden die 2ich uitstiokken van 
de eerfite siijde tot de tweede zijde van de drager^ en waarbij de aansluitgeleiders met een 
raamwerk in de drager verbonden blijven met sponm. 

9. Werkwijze volgens Conclusie 7, met het kenmerk dat: 

20 - de drager aan de tweede zijde voorzien wordt van een etsmasker, dat bestand ia tegen ecn 
hittebehandeling; 

- de eerste laag gepatroneerd wordt met behulp van etsen, en 

- de derde laag voldoende mechanische sterkte heeft zodanig de gevomide dragcar niet 
uiteenvalt en aan de tweede 2ijde een elektrisch geleidend opporvlak heeft. 

25 

10. Werkwijze voor het vervaardigen van een aantal halfgelddednridilingen 
bevattende een halfgeleiderelraaent dat van aansluitgebleden vootzien is. welke weikwf jze de 
stappen omvat van: 

- het aanhrengeai van het halfgeleiderelement aan de eer^ z^de van de drager vedadj^aar 
30 met de kwljze volgens ^n der Conclusies 7-9, waarbij met de verbindingsntiddelea 

een elektrisch geleidende verhiiiding gevormd woi^dt tussen de aansluitgebleden en de 
aansluitgeldders van de drager; 

- het aanbrimgen van een passi v^ende omhuDing, zodanig dat de omhuUing zich ultetrekt 
tot in de uitsparingen gedefiid eerd in de dragen ea 



I 
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- hetsepai«eDVQn(IehaIfgeIeidfirimichtu^^ 

11. Werkwijze vol^s Conclnsie 10, met het kenmak dat da drager volgens 

Conclusie 8 toegepast wordt, waarbij: 
5 - alsvcdjindingsnriddelengelddendedraden toegepast worden; 

- de drager bij het aanbrengen van de passiveiende onhuUlng op een substraat a^wezlg is; 

- bij het aepaieren de sporen tussea de aausluitgeledders en het raamwetk doorsneden 

10 

12. WerkwUsse volgiens Conclusie 10, met bet kemnerk dat d© drager volgens 
Conclusie 9 woidt toegepast, waatbij voorafgaand aan het separeien de tweede zijde van d© 
dia^ met een etsaiddel behandeld wordt, onder patronering van het elekbfisch geleidende 
oppeivlak van de derde laag. waama het etsmaslcer verwydetcd wordt 



, xA.Hrrc.cwwc lo-ti. rnij^ .-xr it.- — - ^ 018 '"ll .04 . 2002 17:21:4 

FHNL020327ePP ^ ^ 

12 11.04.2002 

ABSTRACT: 



The semiconductor device (10) compdsea a caniear (30) and a semiconductar 
eIemBnt(20), such as an inlegcated dicuit The carrier QQ) jia^jpertores (IS), ttterewieh. 
deSningconneptiDg conductors (?l-33) bavi&g fiide face^ /3X the side feces &) notches 
(16) present. Tfie sgniconductor element (20) is enclosed in an wicapsiilatioo (40), that 
5 extends into the notches (16) in the carrier (30). Tlierewith the encapsulation (40) is anchored 
mechanically in tiie carrier PO). Hie sennoonductor device (40) can be made in a process, 
wherein after the ^cf^snlating sti^ no B Aogtt^hic steps are necessary. 
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